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ESTUDO FiSICO-QUIMICO DA ESTRUTURA OXIDO/NITRETO/OXIDO. Claudio Radtke, Cristiano Krug,
013 Jones de Andrade, Fernanda C. Stedile, Tania D. M. Salgado (Departamento de Fisico-Quimica, Instituto de

Quimica, UFRGS), Israel J. R. Baumvol (Departamento de Fisica, Instituto de Fisica, UFRGS).

Com a crescente integragdo de dispositivos do tipo memoria dindmica (Dynamic Random Acess Memory - DRAM),
utilizados na fabricacdo de microprocessadores, torna-se necessario o desenvolvimento de filmes dielétricos com as caracteristicas
requeridas. A estrutura ONO (6xido-nitreto-6xido) mostrou-se uma alternativa tecnoldgica para tal aplicacdo. No presente
trabalho, estudou-se a distribuicdo dos diversos elementos componentes do ONO através do filme formado. Para tanto,
utilizaram-se métodos de tragagem isotdpica e analise por reagdes nucleares, com os quais é possivel estudar os mecanismos de
transporte de espécies quimicas envolvidos na fabricacéo de tais filmes. As reacdes utilizadas foram %0(d,p,)*’0, ®*N(p,oy)*C

e 80(p,a)"®N em diferentes regides de suas respectivas curvas de secgdo de chogue. Os perfis obtidos mostraram que a estrutura
resultante consiste em um oxinitreto de silicio, no qual a concentragdo de nitrogénio varia com a profundidade no filme. A partir
da comparacdo das quantidades totais dos elementos, foi possivel observar que na Gltima etapa de preparagdo do filme (uma

oxidagdo térmica), a quantidade de oxigénio incorporada é aproximadamente igual a quantidade de nitrogénio perdida.
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